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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に設けられた複数個のアクティブ薄膜トランジスタ画素列と、
　前記アクティブ薄膜トランジスタ画素列上に設けられた有機平坦層と、
　有機ＥＬ電極と、
　画素定義層と、
　支持体とからなるアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルと、
　前記有機ＥＬ電極上に形成された有機発光ダイオードと、を備え、前記有機ＥＬ電極か
らの電流で前記有機発光ダイオードが発光するアクティブマトリックス式有機ＥＬディス
プレイの制御方法であって、
　各前記アクティブ薄膜トランジスタ画素列は、それぞれ駆動薄膜トランジスタと、スイ
ッチ薄膜トランジスタとからなり、
　前記駆動薄膜トランジスタは、
　　前記基板上に設けられた結晶半導体層と、
　　前記結晶半導体層上に設けられた第一ゲート絶縁層と、
　　前記第一ゲート絶縁層上に設けられたゲート絶縁構造と、
　　前記ゲート絶縁構造上に設けられたゲートと、
　　前記ゲート上に設けられた保護層と、
　　前記保護層上に設けられたソース／ドレインとからなり、
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　　前記第一ゲート絶縁層と前記ゲート絶縁構造は、共に前記駆動薄膜トランジスタのゲ
ート絶縁層を形成し、
　　更に、前記スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さは、前記駆動薄膜トラン
ジスタの第一ゲート絶縁層の厚さよりも小さいか、或は等しくなるように設けられ、
　　前記ゲート絶縁構造は、前記駆動薄膜トランジスタのゲート容量を前記スイッチ薄膜
トランジスタのゲート容量よりも小さくし、これにより、前記駆動薄膜トランジスタのサ
ブスレッショルド・スイングが前記スイッチ薄膜トランジスタのサブスレッショルド・ス
イングよりも大きくなっており、
　当該アクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイのグレースケール表示を制御する
にあたって、
　前記駆動薄膜トランジスタのサブスレッショルド領域の電圧で該駆動薄膜トランジスタ
を駆動し、グレースケールに変化を反映させる
　ことを特徴とするアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法において
、
　更に、前記有機平坦化層が、ソース／ドレインの上に設けられている
　ことを特徴とするアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法において
、
　更に、前記保護層は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せで
あり、
　前記有機ＥＬ電極の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或はこれ
らの組合せである
　ことを特徴とするアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法において
、
　前記第一ゲート絶縁層は、単層、或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケ
イ素層のいずれか、或はこれらの組合せであり、
　前記ゲート絶縁構造は、単層、或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ
素層のいずれか、或はこれらの組合せである
　ことを特徴とするアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法において
、
　更に、前記アクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルには、緩衝層が設けられ、
　前記緩衝層は、前記基板と前記アクティブ薄膜トランジスタ画素列の間に設けられる
　ことを特徴とするアクティブマトリックス式有機ＥＬディスプレイの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、平面表示の技術に関し、特に、アクティブ型有機ＥＬ素子バックパネル及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
平面ディスプレイは、薄型ボディ・省エネ・放射がない等の数多の長所を備えており、幅
広く活用されている。現在ある主要な平面ディスプレイは、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、ＬＣＤ）であるか、有機ＥＬ素子（Ｏｒｇａｎ
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ｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ、ＯＥＬＤ）、或は有機
発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＯＬＥ
Ｄ）と呼ばれる素子からなる。
【０００３】
現在の液晶ディスプレイは、一般にバックライト式液晶ディスプレイであり、ケース体と
、ケース体内に設けられた液晶表示パネルと、ケース体内に設けられたバックライトモジ
ュール（Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　Ｍｏｄｕｌｅ）とからなる。液晶表示パネルの動作原理は
、並行する二枚のガラス基板の中に液晶分子が設けられるとともに、二枚のガラス基板上
に駆動電圧を印加して液晶分子の回転を制御し、これによりバックライトモジュールの光
線が屈折照射されて画面が生成されるというものである。
【０００４】
有機ＥＬ素子は、自発光・高輝度・広視野角・高コントラスト・可撓性・低エネルギー消
費等の特性を備えているため、幅広く注目を集めている。また、新世代の表示方式として
、徐々に従来の液晶ディスプレイに取って代わってきており、携帯電話モニター・パソコ
ン用ディスプレイ・フルカラーテレビ等の分野で幅広く応用されている。従来の液晶ディ
スプレイと異なり、有機ＥＬ素子は、バックライト光源を必要とせず、ガラス基板上に極
薄の有機材料層が直接設けられて、電流が流れた時に、これらの有機材料層が発光する。
【０００５】
現在の有機発光ダイオードは、駆動方式によって、パッシブ・マトリックス式有機発光ダ
イオード（Ｐａｓｓｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　ｄｉｏｄｅ、ＰＭＯＬＥＤ）と、アクティブ・マトリックス式有機発光ダイオード
（Ａｃｔｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉ
ｏｄｅ、ＡＭＯＬＥＤ）に分類される。図１を参照する。前記アクティブ・マトリックス
式有機発光ダイオードは、一般に、基板５０２と、基板５０２上に形成された薄膜トラン
ジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）５０４と、薄膜トランジ
スタ５０４上に形成された有機発光ダイオード５０６とからなるとともに、薄膜トランジ
スタ５０４によって駆動した有機発光ダイオード５０６が発光することで、対応する画面
が表示される。
【０００６】
薄膜トランジスタは、駆動薄膜トランジスタ（Ｄｒｉｖｉｎｇ　ＴＦＴ）と、スイッチ薄
膜トランジスタ（ｓｗｉｔｃｈ　ＴＦＴ）と、その他回路の薄膜トランジスタとからなる
。有機ＥＬ素子の調製時、前記駆動薄膜トランジスタと、スイッチ薄膜トランジスタと、
その他回路の薄膜トランジスタにおけるゲート絶縁層（ＧＩ）は、同時に形成されるとと
もに、その厚さは同等である。これにより、駆動薄膜トランジスタと、スイッチ薄膜トラ
ンジスタと、その他回路の薄膜トランジスタにおけるゲート容量（Ｃｉ）の大きさが等し
くなる。また、薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイング（ｓｕｂ－ｔｈｒｅｓ
ｈｏｌｄ　ｓｗｉｎｇ、Ｓ．Ｓ．）については、公式：Ｓ．Ｓ．＝ｋＴ／ｑ　ｌｎ１０（
１＋Ｃｄ／Ｃｉ）に基づき、前記薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイングは、
ゲート容量の大きさによって決まる。また、ゲート容量の大きさは、ゲート絶縁層の厚さ
（Ｃ＝εＡ／ｄ）によって決まる。よって、駆動薄膜トランジスタと、スイッチ薄膜トラ
ンジスタと、その他回路の薄膜トランジスタにおけるゲート絶縁層の厚さが等しい時には
、駆動薄膜トランジスタと、スイッチ薄膜トランジスタと、その他回路の薄膜トランジス
タのサブスレッショルド・スイングの大きさも等しくなる。
【０００７】
薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイングの物理的な意味合いは、ゲート電圧と
ドレイン電流の間の波形曲線（Ｃｕｒｖｉｎｇ）がサブスレッショルド領域において示す
傾きである。通常、傾きがサブスレッショルド領域において大きい曲線を描く場合、グレ
ースケールに変化を反映させる制御電圧の入力制御に不利であるとされる。また、サブス
レッショルド領域において傾きが小さい曲線を描く場合、グレースケールに変化を反映さ
せる制御電圧の制御に有利である。つまり、駆動薄膜トランジスタのサブスレッショルド
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・スイングが小さい場合、有機ＥＬ素子のグレースケール定義が行いにくい。しかし、グ
レースケール定義を利するために、ゲート絶縁層の厚さを増して駆動薄膜トランジスタの
サブスレッショルド・スイングを大きくした場合には、スイッチ薄膜トランジスタ及びそ
の他回路の薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイングもこれに応じて大きくなる
ため、動作電圧が増して、回路の動作速度の低下を招いてしまう。
【０００８】
つまり、駆動薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイングと、スイッチ薄膜トラン
ジスタ及びその他回路の薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイングの間には、矛
盾が存在していると言える。よって、両者間の矛盾を解決する方法を発明することが、有
機ＥＬ素子の品質の更なる向上にとって、必要不可欠である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は、構造が簡単でグレースケールの定義に優れ、且つ動作電圧が小さく、回路動作
速度が速い、アクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルを提供することを目的とする。
【００１０】
また、本発明は、製造工程が簡単で、且つスイッチ薄膜トランジスタのサブスレッショル
ド・スイングが比較的小さい値を保つという前提の下で、効果的に駆動薄膜トランジスタ
のサブスレッショルド・スイングを高めて、これにより、動作電圧及び回路動作速度に影
響しない状況下で、より良好なグレースケール定義を可能にして、有機ＥＬ素子の品質を
向上させることが出来る、アクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上述の目的を達成するために、本発明が提供するアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネル
は、基板と、基板上に設けられた複数個のアクティブ薄膜トランジスタ画素列と、前記ア
クティブ薄膜トランジスタ画素列上に設けられた有機平坦層と、有機ＥＬ電極と、画素定
義層と、支持体とからなる。各アクティブ薄膜トランジスタ画素列は、それぞれ駆動薄膜
トランジスタと、スイッチ薄膜トランジスタとからなる。前記駆動薄膜トランジスタのゲ
ート絶縁層の厚さは、前記スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さよりも大きい
。
【００１２】
前記駆動薄膜トランジスタは、基板上に設けられた結晶半導体層と、結晶半導体層上に設
けられた第一ゲート絶縁層と、第一ゲート絶縁層上に設けられたゲート絶縁構造と、ゲー
ト絶縁構造上に設けられたゲートと、ゲート上に設けられた保護層と、保護層上に設けら
れたソース／ドレインとからなる。前記第一ゲート絶縁層とゲート絶縁構造は、共に前記
駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層を形成する。前記ゲート絶縁構造は、駆動薄膜トラ
ンジスタのゲート容量を減少させるために用いられる。これにより、駆動薄膜トランジス
タのサブスレッショルド・スイングが大きくなり、グレースケール定義が行いやすくなる
。
【００１３】
前記スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さは、前記駆動薄膜トランジスタの第
一ゲート絶縁層の厚さよりも小さいか、或は等しくなるように設けられる。
【００１４】
前記有機平坦化層は、ソース／ドレインの上に設けられる。
【００１５】
前記保護層は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。前
記有機ＥＬ電極の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或はこれらの
組合せである。
【００１６】
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前記第一ゲート絶縁層は、単層、或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ
素層のいずれか、或はこれらの組合せである。前記ゲート絶縁構造は、単層、或は多層構
造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである
。
【００１７】
更に、本発明には、緩衝層が設けられる。前記緩衝層は、基板と前記アクティブ薄膜トラ
ンジスタ画素列の間に設けられる。
【００１８】
また、本発明が提供するアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルは、基板と、基板上に設
けられた複数個のアクティブ薄膜トランジスタ画素列と、前記アクティブ薄膜トランジス
タ画素列上に設けられた有機平坦層と、有機ＥＬ電極と、画素定義層と、支持体とからな
る。各アクティブ薄膜トランジスタ画素列は、それぞれ駆動薄膜トランジスタと、スイッ
チ薄膜トランジスタとからなる。前記駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さは、前
記スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さよりも大きい。
【００１９】
このうち、前記駆動薄膜トランジスタは、基板上に設けられた結晶半導体層と、結晶半導
体層上に設けられた第一ゲート絶縁層と、第一ゲート絶縁層上に設けられたゲート絶縁構
造と、ゲート絶縁構造上に設けられたゲートと、ゲート上に設けられた保護層と、保護層
上に設けられたソース／ドレインとからなる。前記第一ゲート絶縁層とゲート絶縁構造は
、共に前記駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層を形成する。前記ゲート絶縁構造は、駆
動薄膜トランジスタのゲート容量を減少させるために用いられる。これにより、駆動薄膜
トランジスタのサブスレッショルド・スイングが大きくなり、グレースケール定義が行い
やすくなる。
【００２０】
このうち、前記スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さは、前記駆動薄膜トラン
ジスタの第一ゲート絶縁層の厚さよりも小さいか、或は等しくなるように設けられる。
【００２１】
前記有機平坦化層は、ソース／ドレインの上に設けられる。
【００２２】
前記保護層は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。前
記有機ＥＬ電極の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或はこれらの
組合せである。
【００２３】
前記第一ゲート絶縁層は、単層、或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ
素層のいずれか、或はこれらの組合せである。前記ゲート絶縁構造は、単層、或は多層構
造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである
。
【００２４】
更に、本発明には、緩衝層が設けられる。前記緩衝層は、基板と前記アクティブ薄膜トラ
ンジスタ画素列の間に設けられる。
【００２５】
また、本発明が提供するアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルの製造方法は、以下の工
程を含む。
工程１、基板を用意する。
工程２、基板上に緩衝層を形成する。
工程３、緩衝層上に結晶半導体層を形成する。
工程４、結晶半導体層上に、下層ゲート絶縁層と上層ゲート絶縁層を順に積層させる。
工程５、前記上層ゲート絶縁層をパターン化して駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁構造
を形成する。前記下層ゲート絶縁層は、駆動薄膜トランジスタの第一ゲート絶縁層、及び
スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶縁層を形成する。前記第一ゲート絶縁層とゲート絶
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縁構造は、共に前記駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層を形成する。
工程６、駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層上に、駆動薄膜トランジスタのゲート・保
護層・ソース／ドレインを形成する。また同時に、スイッチ薄膜トランジスタのゲート絶
縁層に、スイッチ薄膜トランジスタのゲート・保護層・ソース／ドレインを形成する。
工程７、駆動薄膜トランジスタのソース／ドレイン、及びスイッチ薄膜トランジスタのソ
ース／ドレインに、有機平坦化層を形成する。
工程８、有機平坦化層上に有機ＥＬ電極を形成する。前記有機ＥＬ電極は、前記駆動薄膜
トランジスタのソース／ドレイン上に接続される。
【００２６】
更に、工程９を含む。工程９では、有機平坦化層上に画素定義層を形成するとともに、画
素定義層上に支持体を形成する。
【００２７】
前記第一ゲート絶縁層は、単層、或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ
素層のいずれか、或はこれらの組合せである。前記ゲート絶縁構造は、単層、或は多層構
造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである
。また、前記保護層は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せで
ある。前記有機ＥＬ電極の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或は
これらの組合せである。
【発明の効果】
【００２８】
以上により、本発明のアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネル及びその製造方法は、駆動
薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚みを増すことを通して、駆動薄膜トランジスタのゲ
ート容量を低下させ、これにより、駆動薄膜トランジスタのサブスレッショルド・スイン
グが大きくなり、良好なグレースケール定義が可能になる。また同時に、スイッチ薄膜ト
ランジスタのゲート絶縁層の厚さは変わらずに保たれるため、スイッチ薄膜トランジスタ
のサブスレッショルド・スイングが比較的小さい値を維持し、これにより、動作電圧を下
げ且つ回路動作速度を上げることが可能になる。以上により、効果的に有機ＥＬ素子の品
質を向上させることが出来る。
【００２９】
本発明の特徴と技術内容の詳細については、以下の詳説と図を参照されたい。尚、図はあ
くまで参考及び説明用であり、これにより本発明を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
下記の図を合わせて、本発明の具体的実施形態について詳細に説明することで、本発明の
技術手法及びその他の有益な効果を詳らかにする。
【図１】現在のアクティブ・マトリックス式有機発光ダイオードを示した概略図である。
【図２】本発明のアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルの内部構造を示した概略図であ
る。
【図３】本発明のアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルの製造方法を示したフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
本発明の技術手法とその効果について詳述するために、以下で本発明の実施例と図を参照
しつつ説明する。
【００３２】
図２を参照する。本発明が提供するアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネルは、基板２０
と、基板２０上に設けられた複数個のアクティブ薄膜トランジスタ画素列と、前記アクテ
ィブ薄膜トランジスタ画素列上に設けられた有機平坦層２２８と、有機ＥＬ電極２２９と
、画素定義層２５と、支持体２８とからなる。各アクティブ薄膜トランジスタ画素列は、
それぞれ駆動薄膜トランジスタ２２と、スイッチ薄膜トランジスタ２４とからなる。駆動
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薄膜トランジスタ２２のゲート絶縁層２２０の厚さは、スイッチ薄膜トランジスタ２４の
ゲート絶縁層２４０の厚さよりも大きいため、駆動薄膜トランジスタ２２のゲート容量値
は、スイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート容量値よりも小さくなる。これにより、駆動
薄膜トランジスタ２２のサブスレッショルド・スイングは、スイッチ薄膜トランジスタ２
４のサブスレッショルド・スイングよりも大きくなる。駆動薄膜トランジスタ２２のサブ
スレッショルド・スイングが比較的大きいため、良好なグレースケール定義が可能であり
、また同時に、スイッチ薄膜トランジスタ２４のサブスレッショルド・スイングが比較的
小さいため、動作電圧を減少させ且つ回路動作速度を上げることが出来る。
【００３３】
図２を参照する。具体的には、駆動薄膜トランジスタ２２は、基板２０上に設けられた結
晶半導体層２２１と、結晶半導体層２２１上に設けられた第一ゲート絶縁層２２２と、第
一ゲート絶縁層２２２上に設けられたゲート絶縁構造２２４と、ゲート絶縁構造２２４上
に設けられたゲート２２５と、ゲート２２５上に設けられた保護層２２６と、保護層２２
６上に設けられたソース／ドレイン２２７とからなる。第一ゲート絶縁層２２２とゲート
絶縁構造２２４は、共に駆動薄膜トランジスタ２２のゲート絶縁層２２０を形成する。ゲ
ート絶縁構造２２４は、駆動薄膜トランジスタ２２のゲート容量を減少させるために用い
られる。これにより、駆動薄膜トランジスタ２２のサブスレッショルド・スイングが大き
くなり、グレースケールの定義が行いやすくなる。
【００３４】
有機ＥＬ素子の生産過程において、スイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート絶縁層２４０
と駆動薄膜トランジスタ２２の第一ゲート絶縁層２２２は、同時に形成されるとともに、
スイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート絶縁層２４０の厚さは、駆動薄膜トランジスタ２
２の第一ゲート絶縁層２２２の厚さよりも小さいか、或は等しくなるように設けられる。
尚、ゲート絶縁構造２２４の厚さは、第一ゲート絶縁層２２２の厚さよりも大きいことが
望ましい。これにより、駆動薄膜トランジスタ２２のサブスレッショルド・スイングが十
分に大きくなると同時に、スイッチ薄膜トランジスタ２４のサブスレッショルド・スイン
グが十分に小さくなる。
【００３５】
第一ゲート絶縁層２２２は、単層或は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ
素層のいずれか、或はこれらの組合せである。また、ゲート絶縁構造２２４は、単層、或
は多層構造をなすとともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合
せである。
【００３６】
保護層２２６は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。
また、有機ＥＬ電極２２９の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或
はこれらの組合せである。
【００３７】
　更に、本発明の有機ＥＬ素子には、緩衝層２６が設けられる。緩衝層２６は、基板２０
と前記アクティブ薄膜トランジスタ画素列の間に設けられることにより、不純物が前記ア
クティブ薄膜トランジスタ画素列まで拡散することを防止する。
【００３８】
図３を参照する。また、合わせて図２も参照する。本発明が提供するアクティブ型有機Ｅ
Ｌ素子バックパネルの製造方法は、以下の工程を含む。
【００３９】
工程１では、基板２０を用意する。
【００４０】
基板２０は、透明基板であり、本実施例において、基板２０はガラス基板であることが望
ましい。
【００４１】
工程２では、基板２０上に緩衝層２６を形成する。
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【００４２】
緩衝層２６は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せであるとと
もに、不純物が前記アクティブ薄膜トランジスタ画素列まで拡散することを防止する。
【００４３】
工程３では、緩衝層２６上に結晶半導体層２２１を形成する。
【００４４】
具体的には、まず緩衝層２６にアモルファスシリコン層を形成してから、レーザーアニー
ル技術によって前記アモルファスシリコン層をポリシリコン層に変換するとともに、前記
ポリシリコン層をパターン化する。最後に、ポリシリコン層に対してドーピングを行うこ
とで、結晶半導体層２２１を形成する。
【００４５】
工程４では、結晶半導体層２２１上に、下層ゲート絶縁層と上層ゲート絶縁層を順に積層
させる。
【００４６】
前記下層ゲート絶縁層と上層ゲート絶縁層は、いずれも単層或は多層構造をなすとともに
、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。
【００４７】
工程５では、前記上層ゲート絶縁層をパターン化して駆動薄膜トランジスタ２２のゲート
絶縁構造２２４を形成する。前記下層ゲート絶縁層は、駆動薄膜トランジスタ２２の第一
ゲート絶縁層２２２、及びスイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート絶縁層２４０を形成す
る。また、第一ゲート絶縁層２２２とゲート絶縁構造２２４は、共に前記駆動薄膜トラン
ジスタ２２のゲート絶縁層２２０を形成する。
【００４８】
具体的には、駆動薄膜トランジスタ２２のゲート２２５下方における所定の位置に、ゲー
ト絶縁構造２２４を形成する。前記ゲート絶縁構造２２４は、単層或は多層構造をなすと
ともに、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。
【００４９】
具体的には、以下の技術手法が可能である。例えば、上層ゲート絶縁層に一層の感光性（
ｐｈｏｔｏ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）材料が設けられる。尚、前記感光性材料とは、即ちフ
ォトレジストを指す。更に、光線がフォトマスクを通ってフォトレジスト上に照射される
ことで前記フォトレジストが露光される。フォトマスクはゲート絶縁構造２２４のパター
ンを有しているため、光線がフォトマスクを貫通してフォトレジスト上に照射される。つ
まり、フォトレジストの露光は選択性を備えると同時に、フォトマスク上のパターンがそ
のままフォトレジスト上に写される。この後、適切な現像液（ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ）と用
いて一部のフォトレジストを除去することにより、フォトレジストによって必要なパター
ンが具現化される。
【００５０】
駆動薄膜トランジスタ２２のゲート絶縁層２２０は、第一ゲート絶縁層２２２とゲート絶
縁構造２２４によって共に形成されているため、厚さがスイッチ薄膜トランジスタ２４の
ゲート絶縁層２４０よりも厚くなる。よって、駆動薄膜トランジスタ２２のゲート容量値
は、スイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート容量値よりも小さくなり、これにより、駆動
薄膜トランジスタ２２のサブスレッショルド・スイングがスイッチ薄膜トランジスタ２４
のサブスレッショルド・スイングよりも大きくなる。駆動薄膜トランジスタ２２のサブス
レッショルド・スイングが比較的大きいため、グレースケールの定義に優れており、また
同時に、スイッチ薄膜トランジスタ２４のサブスレッショルド・スイングが比較的小さい
ため、動作電圧を下げ且つ回路動作速度を上げることが出来る。
【００５１】
工程６では、駆動薄膜トランジスタ２２のゲート絶縁層２２０上に、駆動薄膜トランジス
タ２２のゲート２２５・保護層２２６・ソース／ドレイン２２７を形成する。また同時に
、スイッチ薄膜トランジスタ２４のゲート絶縁層２４０に、スイッチ薄膜トランジスタ２
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４のゲート２４５・保護層２４６・ソース／ドレイン２４７を形成する。
【００５２】
保護層２２６は、酸化ケイ素層・窒化ケイ素層のいずれか、或はこれらの組合せである。
【００５３】
工程７では、駆動薄膜トランジスタ２２のソース／ドレイン２２７、及びスイッチ薄膜ト
ランジスタ２４のソース／ドレイン２４７に、有機平坦化層２２８を形成する。
【００５４】
有機平坦化層２２８は、アクティブ薄膜トランジスタ画素列の構造全体を平坦化するため
に用いられ、これにより、後続工程が行いやすくなる。
【００５５】
工程８では、有機平坦化層２２８上に有機ＥＬ電極２２９を形成する。有機ＥＬ電極２２
９は、駆動薄膜トランジスタ２２のソース／ドレイン２２７上に接続される。
【００５６】
有機ＥＬ電極２２９の材料は、酸化インジウムスズ・銀の中の少なくとも一種、或はこれ
らの組合せである。
【００５７】
工程９では、有機平坦化層２２８上に画素定義層２５を形成するとともに、画素定義層２
５上に支持体２８を形成する。
【００５８】
支持体２８は、封止板（図示せず）を支持するために用いられるとともに、フォトマスク
作成過程を通して形成されることが出来る。
【００５９】
以上を総じて言えば、本発明のアクティブ型有機ＥＬ素子バックパネル及びその製造方法
は、駆動薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚みを増すことを通して、駆動薄膜トランジ
スタのゲート容量を低下させ、これにより、駆動薄膜トランジスタのサブスレッショルド
・スイングが大きくなり、良好なグレースケール定義が可能になる。また同時に、スイッ
チ薄膜トランジスタのゲート絶縁層の厚さは変わらずに保たれるため、スイッチ薄膜トラ
ンジスタのサブスレッショルド・スイングが比較的小さい値を維持し、これにより、動作
電圧を下げ且つ回路動作速度を上げることが可能になる。以上により、効果的に有機ＥＬ
素子の品質を向上させることが出来る。
【００６０】
以上の記述により、関連領域の一般的な技術員は、本発明の技術手法と構想に基づいて各
種の変更と変形を加えることが可能であり、これらの変更と変形は、いずれも本発明の権
利要求の保護範囲に属する。
【符号の説明】
【００６１】
（従来技術）
５０２ 基板
５０４ 薄膜トランジスタ
５０６ 有機発光ダイオード
 
（本発明）
２０   基板
２２   駆動薄膜トランジスタ
２２０ ゲート絶縁層
２２１ 結晶半導体層
２２２ 第一ゲート絶縁層
２２４ ゲート絶縁構造
２２５ ゲート
２２６ 保護層
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２２７ ソース／ドレイン
２２８ 有機平坦層
２２９ 有機ＥＬ電極
２４   スイッチ薄膜トランジスタ
２４０ ゲート絶縁層
２４５ ゲート
２４６ 保護層
２４７ ソース／ドレイン
２５   画素定義層
２６   緩衝層
２８   支持体

【図１】 【図２】
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摘要(译)

一种能够降低工作电压并提高电路工作速度的有源型有机EL元件背板及
其制造方法。 背板包括基板，基板上的多个有源薄膜晶体管像素行，有
源薄膜晶体管像素行上的有机平坦层，有机EL电极，像素限定层和支撑
体。有源薄膜晶体管像素阵列包括驱动薄膜晶体管和开关薄膜晶体管。
驱动薄膜晶体管的栅极绝缘层比开关薄膜晶体管的栅极绝缘层厚。通过
使驱动薄膜晶体管的栅极绝缘层更厚，驱动薄膜晶体管的栅极电容降
低，从而驱动薄膜晶体管的亚阈值摆幅变大，因此灰度级的定义是优异
的。同时，开关薄膜晶体管的亚阈值摆幅保持较小的值。 [选择图]图2
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